
(19) 한민 특허청(KR)

(12) 등 특허공보(B1)

(45) 공고    2016 01월14

(11) 등    10-1585722

(24) 등    2016 01월08

(51) 특허 (Int. Cl.)

     H01L 21/786 (2006.01)
(21) 원        10-2013-0162511

(22) 원        2013 12월24

     심사청    2013 12월24  

(65) 공개        10-2015-0074592

(43) 공개        2015 07월02

(56) 행 술 사 헌

JP4727024 B2*

KR101271838 B1

KR1020130107173 A

US5929373 A

*는 심사 에 하여  헌

(73) 특허

주식 사 포스

경상 도 포항시 남  동해안  6261 ( 동동)

(72) 

천 연수  도과학  100, (주)포스  (
도동)

재

천 연수  도과학  100, (주)포스  (
도동)

(뒷 에 계 )

(74) 리

특허 씨엔에스

체 청 항 수 :   10  항  심사  :    

(54)  칭  가     에 해   가  

(57)  약

본   가     에 해  에 한 것 , 본 

 실시 태는  비하는 단계; 상   에 그라비아   하여 간격  고 
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하는 단계; 상  착  리  계 에  사하여 상  착  리  탈착시키는 단계;

 상   에  착  거하는 단계  포함하는  가   

 에 해   공한다.

본 에 , 과 리  간단하 도 우수한 결합  착 도  하여  가 
하게 도  할 수 , 착  사 량 감에  생산  향상  비  감 과  보할 수 

는  가     에 해   공할 수 다.
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청

청 항 1 

 비하는 단계;

상   에 그라비아   하여 착  께가 5~10㎛ 고, 착 간  간격  1~5mm

도  착  시키는 단계;

상  착  상에 리  250~300℃  도   5~10kN  압 하에  합착하는 단계;

상   타 에   하는 단계;

상  착  리  계 에  사하여 상  착  리  탈착시키는 단계; 

상   에  착  거하는 단계  포함하는  가   .

청 항 2 

청 항 1에 어 ,

상   탄 강, 스 리스강, Ti, Ti계 합 , Al, Al계 합 , Fe-Ni합   Fe-Cr합  루어지

는 그룹  택  1   가   .

청 항 3 

청 항 1에 어 ,

상   30~100㎛  께  갖는  가   .

청 항 4 

청 항 1에 어 ,

상    하  , 상   타 에 연층  는  가   

.

청 항 5 

청 항 4에 어 ,

상  연층  1~5㎛  께  갖는  가   .

청 항 6 

청 항 1에 어 ,

상  그라비아  는 양각 또는 각  태  갖는  가   .

청 항 7 

삭

청 항 8 

삭

청 항 9 

청 항 1에 어 ,

상  착 는 폴리 미드, 에폭시  실리  수지  루어지는 그룹  택  1  상   가
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  .

청 항 10 

청 항 1에 어 ,

상  착  시키는 단계 후, 상  착  건 시키는 단계  가  포함하는  가  

 .

청 항 11 

청 항 1에 어 ,

상  리  0.5~1mm  께  갖는  가   .

청 항 12 

삭

청 항 13 

삭

청 항 14 

청 항 1 내지 6, 9 내지 11  어느 한 한에 재     가  .

청 항 15 

삭

청 항 16 

삭

 

 술  야

본   가     에 해  에 한 것 , 보다 상[0001]

하게는 연  갖는 얇  께  갖는 연  상에   하게 시키  하여  

  공  후, 상  에 리  착  탈착하는   상  에 해  

에 한 것 다.

 경  술

막 태양 지, OLED  또는 스플  하  해 는 재 지 0.5~1mm 께  리  사 하[0002]

나, 러한 리  연  없어 연 (flexible device)에 하  가능하 다.  해결하

하여, 업계에 는 께가 30~100㎛ 도  수  얇  폴리 미드 플라스틱 필  또는 스 리스 

 하 는 연 가 lab. 단 에  진행 고 나, (roll-to-roll)  막 트랜지스 (TFT) 등과

같    하게 하는 술  아직 개 지 않  실 다.

에 라,  술  한   하여, 간 과  착  리 (캐리어 라스)에[0003]

치(batch) 식  에 균 하게 시킨 , 플라스틱 필 과 상  리  착시키고, 상  플라스

틱 필  상에   한 후  등  하여 플라스틱 필 과 리  리시키고 다시 

 상  착층  거하는  하고 다. 
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그러나, 러한  치(batch) 식  착  하는  많  시간  , 필  상  과다한[0004]

착  사 함에 라 착  경 시간, 플라스틱 필 과 리  리시키  한  에 지, 착

 거하  한 가 필 하게 가한다는 단  다.

 내

해결하 는 과

본  신규한 착   함  상  착  사  라도   하게[0005]

할 수 과 동시에  통해 생산  향상  비  감  달 할 수 는,  가  

   에 해   가   공하고  하는 것 다.

과  해결 수단

본   실시 태는  비하는 단계; 상   에 그라비아   하여 간[0006]

격  고 착  시키는 단계; 상  착  상에 리  합착하는 단계; 상   타 에 

  하는 단계; 상  착  리  계 에  사하여 상  착  리  탈착

시키는 단계;  상   에  착  거하는 단계  포함하는  가  

  공한다.

본   다  실시 태는  상  같  공 는  에  해    가   [0007]

공한다.

본  또 다  실시 태는 ; 상   에 간격  고  착 ; 상  착  상[0008]

에  리 ;  상   타 에   포함하는,  가  

공한다.

 과

본 에 , 과 리  간단하 도 우수한 결합  착 도  하여  가 [0009]

하게 도  할 수 , 착  사 량 감에  생산  향상  비  감 과  보할 수 

는  가     에 해   가   공할 수 

다.

도  간단한 

도 1  본   실시 태에   가    하  한 개략도 다.[0010]

도 2는 본   실시 태에  그라비아   단  나타낸 단 도 , (a)는 양각  태  갖

는, (b)는 각  태  갖는 것 다.

 실시하  한 체  내

본   실시 태는  비하는 단계; 상   에 그라비아   하여 간[0011]

격  고 착  시키는 단계; 상  착  상에 리  합착하는 단계; 상   타 에 

  하는 단계; 상  착  리  계 에  사하여 상  착  리  탈착

시키는 단계;  상   에  착  거하는 단계  포함하는  가  

  공한다.
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도 1  본   실시 태에   가    하  한 개략도 다.[0012]

하, 도 1  참 하여 본  한다. 다만, 도 1  본  보다 상  하  한 시  뿐, 본

 리  한 하지 않는다.

우 , (1)  비한다(S1). 상  (1)  비시에는 (1)  에 하는 스 나[0013]

지 등  거하여  청 하  하여 산  또는  공  행할 수 다. 한편, 본 에 는 상

(1)  에 해  특별  한 하지 않 나, 연 , 강도  내식  등 우수한 계   갖는

 사 하는 것  람직하 ,  들  탄 강, 스 리스강, Ti, Ti계 합 , Al, Al계 합 , Fe-Ni

합   Fe-Cr합  루어지는 그룹  택  1  할 수 다. 

또한, 상  (1)  30~100㎛  께  갖는 것  람직한 , 30㎛미만  경우에는 낮  강  해[0014]

상 지  하 는 단  , 100㎛  과하는 경우에는 과도한 께  해 연 막  

 람직하게  곤란할 수 다.

어, 상  에는  가  에 연층(2)   수 는 , 상  연층(2)  [0015]

 연 도  함   가 보다 안  도  하는 역할  하 ,  같  과 보

 해, 상  연층(2)  Si  주  포함하는 것  람직하다. 어, 상  연층(2)  1~5㎛  

께  갖는 것  람직한 , 1㎛미만  경우에는 상    차단 과   보하  곤란하 , 5㎛

 과하는 경우에는 연 공 에   어짐에 해 크랙 생   수 다. 

후, 상  (1)  에 그라비아  (30)  하여 간격  고 착 (3)  시킨다(S2).[0016]

도 2는 본   실시 태에  그라비아   단  나타낸 단 도 , (a)는 양각  태  갖

는, (b)는 각  태  갖는 것 다. 도 2 (a)에 나타난  같 , 양각  태  갖는 그라비아  

(30)는 볼 (31)  갖는다. 상  양각  태  갖는 그라비아  (30)  한 착 (3) 

상  그라비아  (30)  볼 (31) 에 착 (3)가 게 고, 그라비아   과 

 동  연  루어지  상  볼 (31)  (1)  하게 , 상  착 (3)가 

(1) 상에 는 식  루어진다. , 각  태  갖는 그라비아  (30)는 도 2 (b)에 나타

난  같 , (32)  갖는 , 상  각  태  갖는 그라비아  (30)  한 착 (3) 

 상  (32)  내 에 착 (3)가 수 고, 그라비아  (30)  (1)  하게 

상  수  착 (3)가 (1) 상에 는 식  루어진다. 또한, 상  착 (3)   

에 한 연 공  루어질 수 어, 우수한 생산  보할 수 다. 한편, 상  착 (3)는 상

같   간격  고 는 것에 하여 상  (1)  에도 매우 얇  께   수 다. 

본  상  같  착 가  에  간격  갖도  함 , 착  사 량  [0017]

도 과 리  합  하시키지 않아  가 하게 도  할 수 는 동시에

착  사 량 감에 라 공  스피드  향상시키고 비  감하는 과  얻  수 다.

 , 상  착 간  간격  1~5mm가 도  는 것  람직한 , 상  착  간격  1mm미만  경[0018]

우에는 도포 는 착  양  많아 탈착시 는 시간  가 과다하게 낭비 는 단  , 5mm

과하는 경우에는 착  낮아 공 에 리 과  탈착하는 가 생할 수 다.

또한, 상  착 는 5~10㎛  께  갖는 것  람직한 , 상  착  간격  5㎛미만  경우에는 한[0019]

착  보하지 못할 수 , 10㎛  과하는 경우에는 착  상  지하  어 울 수 다. 
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한편, 상  착 는 폴리 미드, 에폭시  실리  수지  루어지는 그룹  택  1  상  하[0020]

는 것  람직하다. 상  착 들  300℃ 상  고 에 도 견  수 는 내열  갖는 재료   

 공  에 해 지 않고 착  리  강 하게 착시키는 과  얻  수 다.

후, 상  착 (3)가  (1)  상  착 (3) 상에 리 (4)  합착한다(S3).  , 상[0021]

리  0.5~1mm  께  갖는 것  람직하다. 상  리  께가 0.5mm미만  경우에는 강도가 약

해  공  진행 에  우 가 , 1mm  과하는 경우에는 거워  운 에 어 움  다. 한편, 상

 (1)  상  리 (4)  크 에 도  한 크  단 어 사  수 다.

한편, 상  리  합착   수  합강도  가질 수 다 , 그 도나 압 에 해  특별  한[0022]

하지 않 나, 람직하게는 250~300℃  도 에  행하여질 수 다. 상  합착 도가 250℃미만  경우에

는  착 가 연 지 않아 착  지 않  수 , 300℃  과하는 경우에는 착  열변 과

같  가 생할 수 다. 

또한, 상  리  합착  5~10kN  압  가하여 루어지는 것  람직한 , 상  합착압  5kN미[0023]

만  경우에는 착  루어지지 않  수 , 10kN  과하는 경우에는 리  과 같  가

생할 수 다.

후, 상  (1)  타 에  (5)  시킨다(S4). 본 에 는 술한  같  연[0024]

갖는 (1)  리 (4)에 우수한 결합  갖도  착시킴 , 상   상  리 에

고 도  하여 들림과 같  가 생하는 것  지할 수 고,  통해 상   (5)가 하

게 도  할 수 다. 본 에 는 상    에 해  특별  한 하지 않 ,  들

막트랜지스 (Thin Fim Transistor, TFT) 등   수 다. 또한, 상    에 해 도

특별  한 하지 않 , 당해 술 야에  통상  는 든  할 수 다. 한편, 본 

에 는 상  (5)가 도 1에 도시   같  연층(2)   (1)상에  수도 나,

연층(2)  지 않  (1) 상에  수도 다.

그 다 는, 상  착 (3)  리 (4)  계 에  사하여 상  착 (3)  리 (4)  [0025]

 탈착 도  한다(S5). 본 에 는 상  가 상  계 에 사 어 착 (3)  리 (4)  

하게 탈착할 수 는 것 라 ,  사 에 해  특별  한 하지 않는다. 다만, 람직하게는, 

학계  하여  빔 , 리  통과하여 계 에 포커싱(focusing) 도  하는  할 수 

,  통해 계 에 상당량  열  여 도  함  착  리  하게 탈착 도  할 수

다. 나아가, 본 에 는 착 가 철 태    역에만 에 라 상  착

가  에  는 경우에 비해 탈착  보다 리할 뿐만 아니라 빠 시간 내에 루어질 수

,  에 지  낭비 또한 지할 수 다.

후, 상  (1)  에  착 (3)  거한다(S6). 본 에 는 착 가 철 태  [0026]

  역에만 에 라 상  착  거 가 착  착  사  침 하는 것  가능하

여  양 도 보다 빠  거가 가능하다.

술한  같  공 는 본  에  하 ,   가  하게   공할 수[0027]

다.
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또한, 본      한 간 , 본  또 다  실시 태는 [0028]

; 상   에 간격  고  착 ; 상  착  상에  리 ;  상  

 타 에   포함하는,  가   공한다.

 , 상   타 ,  과  사 에는 연층  가  포함  수 다.  [0029]

 

1: [0030]

2: 연층

3: 착

4: 리

5:  

30: 그라비아  

31: 볼

32: 

도

도 1
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도 2
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